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OBJETIVO(S) :
Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: y
- Identificar las principales caracteristicas de los dispositivos

semiconductores de potencia.

Entender el funcionamiento de los principales dispositivos de potencia y suj
area de aplicacidn.

Analizar y disefiar circuitos electrdnicos para el control de potencia.

CONTENIDO SINTETICO:

I. Diodos de potencia. |

I.1. Caracteristicas estiticas. Parametros en conduccidn y bloqueo.

I.2. Caracteristicas dinamicas. Tiempo - de recuperacidn en directo y
bloqueo. |

I.3. Tipos de diodos.

1.4. Consideraciones de potencia.

I.4.1. Caracteristicas térmicas. |

I1.4.2. Proteccidn contra sobrecarga. f

I.4.3. Confiquraciones serie y paralelo. |

1.4.4, Cargas capacitivas e inductivas.

IT. Trangistores BJT de potencia.

IT1.1. Estructura interna y regiones de operacidn.

II.2. Caracteristicas estaticas y dindmicas.!

I1.3. Consideraciones de potencia. ’

II.3.1. Avalancha secundaria y area de operacidn segura.

I1.3.2. Caracteristicas térmicas.

II1.4. El transistor en conmutacidn. .

k}I.é-l. Excitacidén y proteccidén del transistor.
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I1.4.2. Cargas capacitivas e 1nductivas.
ITI. Transistores de efecto de campo de potencia (MOSFET) .
IITI.l. Estructura interna y regiones de operacidn.
III.2. Caracteristicas estaticas y dinamicas.
I71.3. Area de operaciédn segura.
IIT.4. Excitacidén del transistor.
IIT.5. Conexidn en paralelo.
IV. Transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT).
IV.1. Estructura y curvas caracteristicas.
IvV.2. Principios de funcionamiento.
IV.3. Caracteristicas estaticas y dinamicas.
IV.4. Area de operacidn segura.
IV.5. Excitacidn del transistor.
V.. . Tiristores.
V.1. Estructura basica y curvas caracteristicas.
vV.2. Principios de funcionamiento. i
V.3. Métodos de control. :
v.4. Limitaciones eléctricas, térmicas y de: frecuencia.
V.5, Tipos de tiristores (SCR, TRIAC, GTO y. MCT).
V.6. -Circuitos de proteccidn. |
VI. Algunas aplicaciones de los dlSpGSltlvDS de potencia.
vI.1l. Convertidores de energia. q
VI.1l.1. Fuentes conmutadas (cc-cc). Principios' basicos.
VIi.1.2. Inversores {c¢c-ca). Principios basicos:
VI.1.3. Moduladores de ancho de pulsc (PWM).
VI.2. Rectificacidn controlada.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

El profesor propiciard la participacidn activ# Yy corresponsable del alumnc en
el proceso de aprendizaje, ademas fomentard el pensamiento critico, la
disciplina v el 1rigor en el trabajo académico, asi como la capacidad para

aprender por si mismo Yy

trabajar en equipo.

En las sesiones de taller,

el

profesor propondra problemas

sobre

Circuitos

electrédnicos

para

que

los

alumnes los reguelvan de manera individual © grupal.

El trabajo en el laboratorio debera fomentar en el alumno las habilidades
k?ecesarias para: el uso adecuado de los instrumentos de laboratorio, tomar
: 7
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mediciones correctamente, manejar los errores i1nherentes a cualquier proceso
de medicidn, preparar los experimentos y especilficar el tratamiento que le
dard a los datos. Ademds, comunicar los resultados de sus experimentos de

manera apropiada (redaccidn de un reporte por practica).
Cuando el trabajo de laboratorio requiera la realizacidn de un proyecto, los

alumnos deberan definir el problema, proponer una solucidn factible de
acuerdo con un conjunto de criterios previamente establecidos, evaluar el
prototipo resultante (hardware vy, segun el caso, software} y elaborar el

informe correspondiente.
Se suglere asignar a los alumnos un minimo de cuatro tareas.

En el laboratorio se realizaran practicas en las que el alumno aplicara los
conceptos tedricos vistos en clase, wediante el estudio experimental de
circuitos electrdnicos de utilidad préactica.

El contenido sintético estd disenado para [cubrirse en once semanas. Se

sugiere al profesor la siguiente distribucidn de semanas para la presentacidn
del contenido:

diodos de potencia, 2 semanas;
transistores BJT de potencia, 1.5 semanas;
transistores de efecto de campo de potencia (MOSFET), 1.5 semanas;

trangistores bipolares de compuerta aislada (IGBT}, 1 semana;
Tiristores, 2.5 semanas;

Algunas apllcac1mnes de los dispositivos de potenC1a, 2.5 semanas.

En las horas practica se asignard una hora en la modalidad de taller y dos
horas en la modalidad de laboratorio.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluacidédn Global:

- La evaluacién global incluira evaluaciones periddicas Yy, a Juicio del
profesor, una evaluacién terminal. |

- Los elementos para las evaluaciones periddicas podran ser los siguientes:
evaluaciones (al menos dos), participacidn en clase, tareas, trabajos de

investigacidn, presentacicones de temas, iactividades desarrolladas en el
laboratorio, informes de practicas y desarrollo de proyectos.
- El profesor seleccionara, a SU juicio, 1los elementos de evaluacidén

. = 3 = | :
periddica y los factores de ponderacidn respectiveos tomando en cuenta que

. . - | . o .
el trabajo de laboratorio debera tener un peso minimo de 20% y un maximo de
30% de la calificacidén total. |

- Para que el alumno acredite el curso serd necesario gque obtenga una
calificacidén aprobatoria tanto en el trabajo de laboratorio como en el
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promedioc de las evaluaciones correspondientes a los conocimientos tedricos.

I
I
Evaluacidén de Recuperacidn: |

cumplidos durante el trimestre.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Wiley and Sons, 2010.

Hart, Daniel W., Electrdnica de Potencia. Prentice Hall, 2001.
Kassakian, John G., Schlecht, Martin F., Verghese, George C.,
of Power Electronics. Person Education, 2010.

W B

de Potencia: Teoria y Aplicaciones. S.P.U.P.V., 1999.

and Sons, 2002.

L Engineering Series, 1985.

- A juicio del profesor, consistird en una evaluacidn-*que incluya todos los
contenidos tedricos y practices de la UEA; o s8lo aquéllos que no fueron

1. Trzynadlowski, Andrzej M., Introduction to Modern Power Electronic. John

4 . Benavent Garcia, J., Abella&n Garcia, A., Figueres Amords, E., Electrdnica

5. Rashid, Muhammad H., Power Electronics: Circuits, Devices and
Applications. 3rd Ed., Prentice Hall, 2004.

6. Rashid Muhammad, H., Power Electronics Hand Book: Devices, Circuits and
applications. Elsevier, 2007.

7. Mohan, N., Undeland, Tore M., Robbins, William P., Power Electronics:
Converters, Applications, and Design, third edition. 3rd Ed., John Wiley

8. Severns, Rudolf P., Bloom Gordon E., Mﬁdern DC-to-DC Switchmode Power
‘Converter Circuits, Van Nostrand Reinhold Electrical/Computer Science &

Principles
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